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Absti^ct of DE1 9848834 

The integrated circuit chip (1) and substrate (5) 



are interconnected by a sheet (4) of anisotropic, 
conductive adhesive and a pasty adhesive (3) 
deposited between the integrated circuit chip and 
substrate. Preferably the pasty adhesive is also 
of anisotropic, conductive type. The chip and 
substrate Interconnection is carried out under 
heat and pressure. The adhesive sheet is applied 
to the substrate side prior to heat and pressure 
application, and the pasty adhesive for the chip 
side is applied onto the adhesive sheet, also prior 
to the heat and pressure treatment. Independent 




claims specify the semiconductor module. 



Data supplied from the e5p@cenef database - Worldwide 



BUNDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift 

® DE 19848 834 A 1 



DEUTSCHLAND 




@ Int.Cl.^: 

HOI L 21/60 

H 01 L 21/58 
HOI L 23/50 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
(43) Offenlegungstag: 



198 48834.3 
22. 10. 98 
1. 7.99 



CO 
00 

00 

00 
O) 

Ul 

a 



(So) Unionsprioritat 

292853/97 
263722/98 



24.10.97 JP 

17.09.98 JP 



@ Anmelder 

Seiko Epson Corp., Tokio/Tokyo, JP 

@ Vertreter: 

Hoffmann, E., Dipl.-lng., Pat.-Anw., 82166 
Grafelfing 



@ Erfinder: 

Sako, Yukitoshi, Suwa, Nagano, JP 



Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verfahren zum Montieren eines Flipchips und durch dieses Verfahren hergestellte Halbleiteranordnung 
(5?) Das beschriebene Fllpchip-Montageverfahren ermog- 

licht die Montage eines IC-Chips (1 ) an einem Substrat (5). 

Der IC-Chip (1) weist eine Oberflache auf, an der Elektro- 

den (2) ausgebildet sind, wobei der IC-Chip (1) derart an- 

geordhet ist, dal^ die Elektroden dem Substrat (5) gegen- 

uberliegen. Der IC-Chlp (1) und das Substrat (5) werden 

durch Warmeeinwirkung miteinander verbunden, wobei 

ein aus anisotrop leitenden Klebmittel bestehendes Blatt 

(4) und pastenartiges Klebmittel (3) zwischen dem IC-Chip 

(1) und dem Substrat (5) angeordnet sind. 
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ik'schrcibuDi: 

Die v^-n-lic^cniic lu lincluni: hc/.ichi sich jul cin Vcrluhrcn 
/.LI 11; Monlicrcn (Anhriniicn) cincs I('-('hips un cinciii Siih- 
sirai, unJ aul cinc iionui.'^ dicscni Vcrlahrcn hcri!cslcliic An- 
unlnuni!. In.siK'Sumlciv hcirilii die wiiliciiemie lirliiiilunii 
ein Vcrlahren /xm\ Monlicrcn eines 1 lipchips. und cine 
diireh ilicsos Vcrlahrcn hcriicsicllie fhilhleiieranorclnLinii. 

Bci cineiu iiblichen. hcrk^'iimiiichen Verlahrcn /.uin Mon- 
licrcn cines l lipchips wirJ jin Biall 4 aus cincni aniscMropen id 
Icilcndcn KlebsiolTodcr cin riliii auseincni anisoiropen Ici- 
Icndcn KlebslolT (iiu lolticncicn .luch lis ACl- bc/.eichnci). 
das h/.w. dcr in Fiji. 3 dar«!csiclli isi, oder cin pasicnariigcs. 
anisoiropcs leiicndcs KIcbininel 9 (ini ibiiienden auch abL'c- 
kiir/.l als ACV bc/.cic!-jnci ). das in V\^. 4 djrijcsiclli isi. /wi- I5 
schcn cincni FC-Chip 1 Lind cincm Siibsirai 5 anizconinci. 
AnschlicBend wcrdcn dcr IC'-Chip 1 und das Subsiral 5 clck- 
irisch und incchanisch durch Warniedruckhonden (Vcrbin- 
den . minds Wiiriiic und Druck) inilcinandcr vcrbundcn. 

Wie in Fij^. S oc/,cit!l isl, wirci Icrncrcin Vcr<:uBnialerial 6 2() 
da/.u bcnul/.l, cincn IC-('bip I an cincni Subslrai 5 /.u bcle- 
siigcn. Dcr IC-Chip 1 wcisi r.IekirodcnanschluLUlachcn. die 
an dcr Oberllache des IC'-Chips ausiicbiidei sind. und vor- 
sichcndc Rlekinvicn (Koni.'iklhiigcl odcr Biirnps) 2 nui^ die 
an den lilckirodcnanschluBflachcn ausgcbildci sind. Das 25 
Subsiral 5 iriigl cin nielallisches Muslcr, das an dcr Obcrfla- 
clic des Subslrals 5 ausgcbildci isl. Die elcklri.schc Vcrbin- 
dung zwischen deiii iC-C'hip und dcni Subslrai wirddadurch 
crhallcn, daB cine culckiischc Krisiallisaiion /wischcn den 
Vorspriingcn 2 und dcni aul der Obcdlachc dcs Subsirais 5 M) 
belindlichen Mciall hcrvorgcruTon wird. Tts isl an^umcrkcn, 
daB cin ans anisoiropcni Icilcndcn KIcbsloti* (Ad-) hcslc- 
hcndcs Blall nichi nur als anisoirop Iciicndcr I'ilnu sondcm 
in ^Icicher Wcisc auch als anisoiropcs Icilendes Blall be- 
zcichnci wird. 35 

Bei dcr hcrkonnnlichcn Mclhodc wird, wie vorslchcnd 
CTlauien,cin aus anisolrbpcin Icilcndcn KlcbsiolT(A(:iO 
sichendcs Blalt odcr cin anisoiropcs, pasicnariigcs Klcbniil- 
lei (ACP) jewcils als unabhangigc Koiuponcnie cingcscizl. 
Hicrbci besleht Jedoch die Moglichkcil, daB beispielswcise 40 
cine schlcchle Vcrbindung auflrilK da dcr Film aus anisotro- 
pcni leilcnden KlebslolT keinc ausreichcnde Verbindung in 
deni Bcrcich der Verbindungsobcrflachc besil/.l, oder wcil 
Blascn 7, die wiihrend des Warniedruckbondens er/cugl 
worden sind, enilang der zu vcrbindcnden Oberllache des 45 
ICVChips vcirblcibcn, wic dies in Fig. 3 gczcigl isl. Fcmer 
hcstehl bei einem anisou-opcn leilenden paslenartigen Kleb- 
sloff die Moglichkeii, daB die elektrischen und ine<:hani- 
schen Verbindungseigenschaflen des Klebstotfs nichI aus- 
reichend sind. Die herkoniniliche Methode entsprichl deru- 50 
zufolge eineni Verfahren, das kein ausreichend hohes MaB 
an siabiler und zuverlassiger Verbindung gewahrleislet, 

Wenn eine iiieiallische euleklische Reaklion zwischen 
den an deni IC-Chip befindlichen Konlaklvorsprungen und 
dem auf der Substratoberflache befindlichen Metall ausge- 55 
nutzt wird, besteht die MoglichkeiL daB sich keine euiekli- 
sche Melall verbindung hoher Qualiiat einstellt und daB eine 
schlechte Verbindung vorliegt, wenn auch nur kleine Fehler 
bei der Endbearbeitung der Konlaktvorspriinge oder der me- 
tallischen Oberflache vorhanden sein soliten. 6o 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ver- 
fahren zum Montieren eines Flipchips unter Verwendung ei- 
nes anisoiropen leitenden Materials zu schafifen, das ein ho- 
hes MaB an Verbindungszuverlassigkeit besitzL Ene wei- 
tere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine 65 
Halbleiteranordnung bereitzustellen, die gemaB dem vorste- 
head beschriebenen Montageverfahren heigestellt ist. 

Mit der Erfindung wird ein Verfahren gemaB dera Patent- 
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anspruch 1 ^eschalVen. 

Weiierhin wird eine nalblciicranonlnunii iienial:; deni l^a- 
icnianspruch 17 bcrciiticsicMi. 

Voricilharic .Ausiic^lalltinLicn vlcr lirlindunu sind in den 
IJ n I e r an spriic hen a ngeg ebe n . 

(1) \lc\ cincr AusruhrunL'slorni dcs erlindLin»:si:cnia- 
\:>cn Vcrlahrcns /.imi N4oniicrcn cincs I 'lipchips u ird cin 
K'-('hip, an dem lilckirodcn an cincr Oberllache dcs 
l('-('hips ausjicbildci sind. aul cincni Subslrai so an^jc- 
hrachi, daB die die lilcklr<xien iragende Oberllache dcs 
rC-Chips dcni Subsirai gcgenuberlicgi. (iemaB cincm 
Ciesichispunki werden der K'-('hij» und das Suhsirai 
bci dicscr Ausruhrun^slorm iniicinLindcr in cincm 'Au- 
siand vcrbundcn. bci dem cin Biall aus anisc^iropcm Ici- 
lcndcn KIcbmiiicI und pastcnanigcs Klcbmiiicl /wi- 
schcn dem I('-('hip und dem .Subslrai angeordnei sind. 
Als lirgebnis dessen liilll das paslenanige. eine hohe 
I'lieRlahigkeii besil/.ende Klebniiiiel dann. wenn der 
K'-Chip mil (icm Subslrai vcrbundcn wird, so fori die 
Spalic /.wischcn dcr Oberllache tics K'-('hips. auT tier, 
die lilckirodcn au.sychiidci sind, und dcni anisoiropen 
leilenden Klebiuiiiel aus, so daB die Bildung von Hla- 
scn weilgehend verhinderl werden kann. Wenn jedoch 
vorslehcnde lilcklrodcn an dem fC-Chip ausgebikicl 
sind, kann dcr 1 -ail aufirelcn, daB sich dcr I'ilm aus dem 
ani.soiropcn Icilcndcn Klcbmiiicl selbsl nicht an die 
Anderungen der Obernachenkonhguraiion dcs IC- 
Chips in cincni Bercich in der Niihe der vorsiehcnden 
lilckirodcn anpa.ssen kann, so daB Blascn in dem Be- 
reieh nahe bci den vorsiehcnden lileklrixten verblei- 
bcn. .rc(i(>ch auch in cincm solchcn l-all werden die Bla- 
scn durch die Druckkrafl, die durch das Flipchip>Bond- 
gcriil ausgciibl wird, aus den Konlaklllachcn /wischcn 
dcni IC-Chip und dcni Subslrai herausgcdriickt, wenn 
das paslenanige Kiebniiliel nach auBen slronil, so daB 
die Blascn nichi zwischen den Verbindungsflachen ver- 
bleiben. Als Hrgebnis dessen wird die Zuvcrlassigkeil 
bei der Verbindung des IC-Chips mil dem Subslrai 
noch wciler vcrbesscrl. 

(2) Bci eincni weilercn Ausiiihrungsbeispiel des crfin- 
dungsgcnmBen Verfahrens zum Montieren eines Flip- 
chips isl das paslenanige Klebniiiiel durch ein aniso- 
iropcs leilendcs Klebniiiiel gcbildel. Als Hrgebnis des- 
sen sind dann, wenn dcr IC-Chip und das Subsiral niil- 
cinandcr vcrbundcn sind, Icilendc Panikcl, die in dcni 
aus dem anisoiropen leilenden Kiebmitlel bestehenden 
Blatt enihaltcn sind, und Icilende Pariikel. die in dem 
pastenartigen Klebniiiiel enlhalicn sind, zwischen den 
an dem IC-Chip befindlichen Elcklroden und An- 
schlussen (Konlakthiigel bzw. Bumps) und den an dem 
Subslrat befindlichen Anschlussen und Muslem vor- 
handen. DeiiigeniaB isl die LeilPdhiglweiL bzw. Icilende 
Verbindung zwischen deni IC-Chip und dem Subslrat 
sichergestelll, und es wird die geforderie Leiltahigkeit 
mil hoherer Zuverlassigkeit als bei einem Verbindungs- 
verfahren erreichl, bei dem lediglich leilende, in deni 
aus dem anisotropen leitenden Klebstoff bestehenden 
Blatt enthaltene Partikel zum Einsatz kommen. Dem- 
zufolge ist die Zuverlassigkeit der elektrischen Verbin- 
dung zwischen dem IC-Chip und dem Substral verbes- 
serL 

(3) Bei einer weiteren Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zum Montieren eines Rip- 
chips werden der IC-Chip und das Substral durch War- 
medruckverbinden (Warmedruckbonden) miteinander 
verbunden. Bei diesem Verfahren wird auf das aus dem 
anisotropen leitenden Klebmittel bestehende Blatt, das 
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zwischen den an deni IC-Cliip befindliclicn Elekiroden 
und Anschliissen und den an deni Subsirai hcfindlichen 
Anschliissen vorhandcn isi, eine Druckbelasiung aus- 
geiibi. wenn der IC-C'hip und das Subsirat miieinander 
unier liinwirkung von Warnie vcrbunden warden, so 
daB das Blall Lciilahigkeilxeigl. Wenn audi in deni pa- 
sicnariigen KIcbniillcl Icilcnde Parlikel cnihalten sind, 
zeigl auch dieses pasicnarlige Klebiiiiliel Leilfahig- 
keilseigenschaflen, d. h. wird leiUahig. Wenn das aus 
deni anisoirop leiicndcn KJebniiilel beslehende Blail 10 
einer Druckbeanspruchung ausgeselzl wird, wird die 
Verfoniiung des Blalls verbesscrt. so daB das aus deni 
anisoirop leiienden Klebiniiiel beslehende Blari sich 
fominiaRig an die Gesialiung derjcnigen Obernache 
dcs IC -Chips anpaBu auf der die Elekiroden ausgebil- 15 
del sind. Ebenso wird die FlieBfahigkeil des pasienarti- 
gen Klebniiiiels erhohL so daR dieses in die Zwischen- 
rauiiie zwischen deni anisoirop leiienden Fihu und der- 
Jenigen Oberfiache des IC-Chips flieBt, auf der die 
Elekiroden ausgebildel. sind. Weiierhin wird das Aus- 20 
ireiben von Blasen verbesseru die zwischen der die 
Elekiroden iragenden Oberfiache des IC-Chips und 
dein Subsirai vorhanden sind. Als Ergebnis dessen isl 
die Ziiverlassigkeit der inechanischen und eleklrischen 
Verbindung zwischen dciii IC-Chip und deni Subsirai 25 
noch weiler verbesserl . 

Bei einer weilcren Ausfiihrungsfomi des erfindungsge- 
niaLkn Verl'ahrens zuin Monlieren eines Flipchips wird 
das aus deni anisoiropen leiienden Kiebniiuel besle- 
hende Blall. an oder auf dor Scile odcr Oberfiache des 30 
Subslrals angeordnei, und es wird das pasicnarlige 
Klehniittel an oder auf der Scile oder Oberfiache des 
IC-Chips angeordnei. Wenn die zu verbindende Ober- 
fiache dcs Subslrals flach isu weisl. denizufolge auch 
das aus deni anisoiropen leiienden KlebiTiilLel besle- 35 
hende Blall cine llache Oberfiache auf, Wenn das aus 
deni anisoiropen leiienden Klebmille! beslehende Blau 
auf dcn\ Subsirai angeordnei wird, isl. daher die Ten- 
denz gering, daB sich zwischen dein Subsirai und detn 
aus dem anisoiropen Klebniillel beslehcnden Blatl ein 40 
S pah. oder Zwischenrauin bildeU so daB eine gule Ver- 
bindung crziell wird. Wenn sich an der Oberflache des 
IC-Chips, auf der die Elekiroden ausgebildel. sind, An- 
schlusse bzw. vorslehende Konlakle (Bumps) befinden, 
kann das pasienanige Klebniillel schichilxjniiig derart 45 
aufgcbrachl wcrdcn, daB die Vorspriingc und Vcrtic- 
fungen der Oberflache aufgefulll und zugedeckt wcr- 
den. Als Folge hiervon beslcht bei der gcgcnscitigcn 
Verbindung zwischen dcni IC-Chip und deni Subsirai 
keine groBe Gefahr, daB Lufl zwischen deni IC-('hip 50 
und dem Subsirai verbleibi. Als Folge dessen isl die 
Zuverlassigkeil der niechanischen und eleklrischen 
Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Subsirai 
noch weiler verbesserl . 

(5) Bei einer anderen Auslxihrungsfomi des erfin- 5.s 
dungsgeniaBen Verfalirens zum Monlieren eines Flip- 
chips wird das aus dem anisoiropen leiienden Klebniil- 
lel beslehende Blail an deni Subsirat angcheftei bzw. 
mil diesem verklebl, bevor der IC-Chip millels Wanne 
und Druck angebondet wird. GeniaB diesem Verfahren 6u 
konnen der IC-Chip und das Subsli-at millels Wiiniie 
und Druck durch eine Flipchip-Bondeinrichlung sofori 
miieinander verbunden werden, nachdem der IC-Chip 
fbei dem das pasienartige Klebmitiel auf derjenigen 
Oberflache des IC-Chips schichiformig aufgebrachi isl, 65 
auf der die Elekiroden ausgebildel sind) auf dem aus 
anisoiropeni leiienden .Klebniillel bestehenden Blaiu 
das an die an dem Subsirai vorhandenen Musler ange- 
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klebi isl, aufgebrachi wordcn isl, oder nachdem das pa- 
sienanige Klebmitiel auf dem anisoiropen leiienden 
Klebniillel als Schichu aufgebrachi und dann der IC- 
Chip auf dem paslenarligen Klebmitiel aufgebrachi 
wordcn isl. Demzufolge isl die Verbindung zwischen 
dem IC-Chip und dem SubsUai einfach durchftihrbar. 
Wenn derKVChip korrekian einer gcwunschlen vorge- 
gchcnen Position angeordnei isl, isl femer hierbci 
keine iiohe (jenauigkeii bei der Posilionierung und der 
paslenarligen Aufbringung des anisoirop leiienden 
Klebniinels erforderlich. Hierdurch werden der Posi- 
lionierungsvorgang und das Aulbringen der Paste ver- 
einfachi. Als Ergebnis dessen isrdie ElTizienz des Ver- 
fahrcns zum Verbinden des IC-Chips und des Subslrals 
erhohl. 

(6) Bei einer weilercn Ausgeslaliung des in Uberein- 
slimmung mil der vorliegenden Erfindung slehenden 
Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips wird das pa- 
sienartige Klebniillel auf das aus anisoiropeni leiienden 
Klebniillel beslehende Blall, das an dem Subsirat ange- 
brachlisl, schichltonnig aufgebrachi, bevor die iiiitlels 
Warme und Druck erfoigende Verbindung des IC- 
Chips ausgefuhn wird. Bei diesem Verfahren konnen 
der IC-Chip iind das Subsirat mil Hilfe eines Ripchip- 
Verbindungsgerals (FHpc hip-Bonder) miieinander un- 
ier Warme- und Druckeinwirkung verbunden werden, 
ohne daB ein zwischen liegender Schritl ausgefuhrl 
werden niuB, nachdem das pasienartige Klebmiltel auf 
das aus anisoiropeni leiienden Klebmiiiel beslehende 
BlaU, das auf eincin Musler des Subslrals bzw. den 
Subslraieleklroden angebrachl isl, aufgebrachi worden 
isl und der IC-Chip auf diesem angeordnei worden i si- 
Dies fuhrl dazu, daB der Vorgang der Verbindung eines 
IC-Chips mil einem Subsirai. noch efifekliver durch- 
fuhrbar ist 

(7) Bei einer anderen Ausgeslaliung des in Ubercin- 
stimmung mil der vorliegenden Erfindung slehenden 
Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips wird das pa- 
sienartige KlebniiUcl auf die eine Oberfliichc dcs IC- 
("hips aulgebrachl, bevor der unler Wanneeinwirkung 
erfoigende Druckverbindungsvorgang ausgefuhn wird. 
Bei diesem Verfahren werden die fur das Klebmiiiel er- 
forderlichc Verbindungsfahigkeil und die vom Kleb- 
mitiel geforderie Starke bzw. Verbindungsfesligkeilda- 
durch erzielt, daB das pasienartige Klebmiiiel einfach 
mil cincr hcslimmicn Dickc auf derjcnigen Oberflache 
des IC-Chips aufgebrachi wird, auf der die Elekiroden 
ausgebildel sind. Demzufolge isl die Sleucrung der 
aufzubringenden Klebminelmenge erleichlerl. Weiier- 
hin isl auch die Menge an zu benulzendem paslenarli- 
gen Klebmiiiel verringerl, und es wird die Verwallung 
bzw. Handhabung des fiir die Verbindung von IC-Chips 
und Subsiralen vorgesehenen Vcrbindungspro^sscs 
vercinfachl. 

(8) Bei einer weiiercn Ausfiihrungsfonn des in Uber- 
einstimmung mil der vorliegenden Erfindung slehen- 
den Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips wird 
das aus anisolropem leiienden Klebmiiiel beslehende 
Blall an dem paslenarligen Klebniillel angebrachl, das 
auf der einen Oberflache des lOChips schichifonuig 
aufgebrachi isu bevor der unier Wanue- und Druckein- 
wirkung erfoigende Verbindungsvoi^ang ausgefuhn 
wird. Wenn das pasienartige Klebmitiel bei diesem 
Verfahren auf derjenigen Oberflache des IC-Chips, auf 
der die Elekiroden ausgebildel sind, als Schichi aufge- 
brachi isu und der IC-Chip mil dem an ihm angebrach- 
len, aus anisolropem leiienden Klebmiuel besiehenden 
Blatl auf dem paslenarligen Klebmiuel angeordnei. 



DE 198 48 

5 

winl. konncn dcr )(' b/.\v. ilcr I('-('hip iind tias Subsirui 
LiRiLT War?iic- iinJ Druckcinwirkuni: mil Hi lie cincr 
1 Ti pc h i p- Verb i n 1 1 u n sc i n ri ch 1 Li n I! b / w. - n i on i u i! cc i n - 
richiunu ohnc oincn /.\vischcn<icschj|iclcn Schrili vcr- 
buniicn ucrvicn. Djinil laBl sich (iic Hcrsiclluni! dcr > 
Vci hlniiun*! /.vischcn ilcin K'-Chip iimi licni Subsirji 
Icichi ciTcichcn. Wcnn ilcr IC-Chip korrokl un cincr uc- 
vK'Linsvhlon Posiiion ariLicoiiinc! isi. isi Tcmcr hicrbci 
kcinc hol)c ClL-njuiykcil bci tier Posiiionicrung un\i dor 
Aul"brint:unii dcs anisoiropcn loiicncicn KIcbiiiilicIs cr- U) 
loivlcrlich. Dies erieichieri den Posilionicmngs- und 
I3cschichiuni;svorL:ani:. Als Hriiebnis tlcsscn isi die lil- 
fi/.ien/, des Veriahrens /.Lini Vorbiniiens dcs f( '-Chips 
iimi des Subsiial vei besseri. 

(9) I>ei einer Ausluhrunirsrorni des in (Jbereinsiini- \> 
nmnL' mil der vorlieiicnden lirlindimt.' siehenden Ver- 
lahrcns /.uni Momicrcn cincs l-lipchips wcisl das pa- 
slcnariiiic Klcbiuiiic) cine Viskosiliii auL die ausrci- 
chcnd isi, /.u vcrhindcrn, daB das pasienanige Klebmii- 

lel von der einen Oberflacbe dcs IC-Chips hcrablroph, lo 
wcnn dicse eine, mil dem pasicnarii^cn Klebminel bc- 
schichleie Obernaehe des K'-Chips nach unlen ^c- 
wandi isi. Mci dicscin Vcrfahrcn wird Iblglieh walircnd 
dcs Vorgangs der Anordniing dcs IC-Chips atif dem 
Substrai nach der Aulhringung des pasicnarii^cn Kleb- 25 
niiiiels auf diejenige ObernUche des fOChips. aufdcr 
die lilekiroden ausgebiJdcl sind, vcrhinderl, daB das 
Klcbniillcl au! cinen Abschniii iropll. der nichi niil 
dcni rC-C'hip vcrbundcn warden niuR otlcr soil. Dem- 
Z-ulblge wird cine Slorung wie elwa bcispiclswcise cine M) 
/^ufalligc Vcrbinduni! z.wischen niehl niilcinander in 
Rc/.ichung sichcndcn Tcilen und derglcichcn verhin- 
dcrL 

(10) Bci ciner wciiercn, vorlcilhalicn Ausgcstaltung 
dcs crnndungsgcinaBcn Vcrlahrcns zuiii Monliercn ci- 35 
nes 1 lipchips isi die Sumiiic der Dickcn dcs aus dctii 
anisoirop Iciiendcn Klebmillcl beslchcndcn Blalis und 
dcs paslenanigen Klcbmillcls vor der Durchluhrung 
der Warmcdruckvcrbindung so gcwahll, daB sic groRer 

isi als die Hohc cincs Anschlusses bzw. Konlaklhugcis, 40 
der enfweder an dem IC-('hip odcr an dcni Subslral 
ausgcbildel isi. Bci dicseni Vcrfahrcn wird das zwi- 
schcn dem lOChip und dcni aus anisolropcni leilendcn 
Klebmillcl bcsichenden Blall bcfindlichc pasienarligc 
Klcbmiriel dann, wenn die unler Waniieeinwirkung cr- 45 
folgcndc Vcrbindung dcs TC-Chips durchgctuhrt wird, 
durch die Druckkrali, die durcH die Ripchip-Vcrbin- 
dungseinrichtung ausgeubl wird, zu eineni Randbe- 
reich des TC-Chips herausgcquelschl. Das paslenartigc, 
herausge^lruckle Klcbmiltel bildei einen Rand oder 50 
eine Wulsl an einem peripheren Seitenabschniir des IC- 
Chips. Diese Wulst sielli iin Ergebnis die iiiechanische 
Vcrbindung zwischen deui IC-Chip und dein Subslral 
sicher bzw. erhohl diese, und tungiert weilerhin auch 
als ein VerguBinaterial. Deinzufolge wird verhinderi, 55 
daB Frenidniaterialien und Wasscr in die Verbindungs- 
flachen zwischen dem IC-Chip und dem Substrat ein- 
dringen konnen. 

(11) Bei einer weiteren Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zum Montieren eines Rip- 60 
chips ist die Sunime der Dicken des aus dem anisotro- 
pen leitenden Kiebmittel bestehenden Biatts und des 
pastenartigen Klebmittels auf einen Berdch eingestellt, 
bei dem die Hohe einer Wulst, die wahrend des unler 
Warme- und Druckeinwirkung erfolgenden Verbin- 65 
dungsvorgangs durch das aus anisotiopem leitenden 
Kiebmittel bestehende Blatt und das pastenartige Kieb- 
mittel gebildet wird, groBer ist als die Hohenlage der 
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einen OberlliiLhe des [('-Chips, aber kiciner b/.w. nied- 
riiier isi als die andere Oherllaehe des IC-Chips. die jiif 
lier All der einen Oberlliiche des IC-Chips eniiieiieniie- 
sci/.ien Seile liegi. Wenn der IC-Chip bei diesem Ver- 
lahren unler Warniecinwirkung vcrbundcn wird, wird 
das pasienanige KlebmiiieL das /.wischen dem IC- 
Chip und dem aus anisoirop leilendeni Klebmiiiel be- 
siehenden liktn vorlKmden isu /.ii dem peripheren b/.w. 
seiilichen Randbereich ties IC-Chips durch (he Druck- 
krali ausgcquclschl. die tlurch die l'li}vhip-Vcrbin- 
dungscinrichlung ausgeubl wird. und bildei dann einen 
Kragcn oder cine Wulsl an dem Umrangs.seiienab- 
sehniii des IC-Chips. Als lirgebnis (lessen wird verhin- 
deri. daG sieh das pasienariige Klehiiiiiiel bis in eine 
Skilehe Hohe ersireeken kann, die gleich hoeh wie oder 
hoher als die Hohe des IC-Chips liegi. Daher win! ver- 
hinderi. daB das pasienarligc Klebmillcl an cineni 
Spann- oder ITaliesioBcl der I'lipchip- Verbindungsein- 
richlung an halten kann und eine Vcrbindung /wischen 
dem K'-Chip und dem IlalicsioLVI bewirki. Im lirgeb- 
nis wird .somil die Zuvcrlassigkcii des Verbindungsvor- 
gangs, bei dem IC-Chips und Subslraic niilcinander 
vcrbundcn werdcn, erhohl . 

(12) Bei ciner andercn Aiisluhningsrorm des in llher- 
einsiimmung mil der vorliegendcn lirfindung siehen- 
den Vcrlahrcns /.um Monliercn cincs l-lipchips wcisl 
das aus dem anisoiropcn Jeilcndcn KlcbniilieJ bcslc- 
hcndc 1^1 all cine I "lachc auf. dic groBcr isi als diejcnigc 
der cincn Obcrllachc des IC-Chips. Wcnn der IC-Chip 
unler Warmecinwirkung vcrbundcn wird, wird das pa- 
.sienariige, zwischen dem fC-Chip und dem aus aniso- 
iropciu leiienden Klcbniiliel beslchcndcn Blall vorhan- 
dcnc Klebmillcl bci diescni Vcrfahrcn zu eincni uiii- 
fangssciligen Randabschniti des IC-C'hips ausgc- 
queischl und bildei einen Rand oder cine Wulsl aufei- 
ner Basis, die durch einen Ab.schnill des aus anisoiro- 
pcm leiicndcn KicbniincI beslchcndcn Blaiis dehnicn' 
ist, der nichi mil der die lilekiroden iragcnden Oberna- 
che des IC-Chips vcrbundcn isi. Anders ausgcdriickl, 
wird die Wulsl auf cineni uberschussigcn Machcnab- 
schnill des aus ani.solropcm leiicndcn Klcbniind beslc- 
hcndcn Blalls gebildel, der gegeniiber dem uiiifangs- 
sciligcn Randabschnill dcs TC-C'hips vorslchi. Als Hr- 
gcbnis dcsscn wird die Ausbildung cincr Wulst an dem 
unifangsseiiigen "Scilcnabschniii des IC-Chips noch 
wcilcr gclbrdcrt, und cs wird dcmzufolgc die iiiechani- 
sche Vcrbindung zwischen dehi IC-Chip und dcni Sub- 
slral in noch zuverlassigerer Weise erziell. 

(13) Bei cincr weiteren Ausfuhrungsfonii des in Uber- 
einstinunung mil der vorliegendcn Erfindung siehen- 
den Verfahrens zum Moniieren eines Hipchips wcisl 
das aus anisolropem leiienden Klcbmiltel bestehende 
Blall eine Flache auf, die auf cinen Bcrcich fesigelegl 
bzw. aus eineni Bereich ausgewiihlt isi, bei dem die 
Hohe eine Wulst, die durch das aus anisotrop leilen- 
deni Kleb.. 'tiel bestehende Blatt und das pastenartige 
Klebmillcl i.h dem unter Wanne- und Druckeinwir- 
kung erfolgenden Verbindungsvorgang gebildet wor- 
den ist, groBer ist als die Hohenlage der einen Oberfla- 
che des IC-Chips, jedoch kleiner ist als die Hohenlage 
der anderen Oberflache dcs IC-Chips, die auf der der 
einen Oberflache abgewandten Seite des IC-Chips 
liegt. Wenn der IC-Chip bd diesem Verfahren unter 
Warmecinwirkung angebracht wird, wird das pastenar- 
tige, zwischen dem IC-Chip und dem aus anisotrop lei- 
tendem Kiebmittel bestehenden Blatt befindliche Kieb- 
mittel zu einem am Umfang liegeoden Randabschnitt 
des IC-Chips herausgequetscht und bildet einen Rand 
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an dcni in Unifangsrichiung liegenden Seiienabschniti 
des IC-Chips. Weilerhin wird vediindert, daB das pa- 
sicnanige Klebniiilel bis zu ciner Hohenlage hoc h wan- 
den , die gleicli hoch wie oder hoher als die Hohe des 
IC-Chips isi.. Folglich wird verhindcn, daB das Kleb- 5 
millel an eineni HaliesioCcI der Flipcliip-Vcibindungs- 
cinrichlung anhafien kann und eine Verbindung zwi- 
schen deni IC-Chip und deni HaltesloBel herheifuhri. 
Als Ergebnis dessen isi die Zuvcrlassigkeit des Vcrbin- 
dungsvorgangs, bci deiii die IC-Chips und die Sub- lo 
si rale niiieinander verbunden werden, verbessert.. 

(14) Bei einer anderen Ausgeslaliung des niit der vor- 
liegenden Erfindung in Ubereinsiiinniung siehenden 
Verfahrens zuni Monlieren eines Flipchips weiscn lei- 
lende Parlikel, die in deni aus anisolropeni leilenden 15 
Klebniittel beslehenden Blari enihaUen sind, und lei- 
lende PariikcL die in deni pastenartigen Klebmiuel eni- 
hallen sind, im wescni lichen den gleichen Durchnies- 
ser auf. Wenn der IC-Chip unfer Warmeeinwirkung an- 
gebrachl wird, sind denizufolge die leilenden Parti kel, 20 
die in deni aus anisotrop Iciiendeni Klebmiuel besle- 
henden Blau.cnl.hal I en sind. und die leilenden Parlikel, 
die in deni paslenariigen Klebmiuel vorhanden sind, 
genieinsani zwischen den Eleklroden des TC-Chips und 
den hockerlbnnigen Anschlusscn, oder zwischen dem 25 
an dcni Subslral bcfindiichen Musler und den An- 
schlussen vorhanden, wobci alie diese jeweihgen lei- 
lenden Parlikel jcweiis Raunie zwischen den Hlekiro- 
den des IC-Chips und den AnschlUssen, oder zwischen 
dcin an dem Subsirat behndlichen Musler und den An- 30 
schlussen auffiillen und soniil zur eleklrischen Verbin- 
dung beilragen. Als Ergebnis dessen isi die Zuverlas- 
sigkeil. der eleklrischen Verbindung zwischen dem IC- 
Chip und dem Subsirat verbesserl. 

Bei ciner vorteilhaflen Ausgeslaliung der Erfindung 35 
liegl der Durchmesser der leilenden Parlikel, die in 
dem aus anisotxopcm leilenden Klebmiuel beslehenden 
BlatI und in dem pasienarligcn Klebmiuel enlhallen 
sind, in einem Bereich von ungefahr 2 bis 10 pnu um 
hierdurch eine eleklrische Verbindung zwischen dem 40 
IC-Chip und dem Substral zu gewahrleisien. 

(15) Bei ciner weileren Ausgeslaliung des mil der vor- 
liegenden Erfindung in Ubercinstimmung siehenden 
Verfahrens zum Monlieren eincs Flipchips werden pas- 
sive Elemenie, die zusanimen mil dem IC-Chip zu 45 
monlieren sind, mil dem Subslral durch das aus aniso- 
lropeni leilenden Klebmiuel beslehende BlaU und das 
pasienartige Klebmiuel verbunden. GeniaB diesem 
Verl*ahren, das beispielsweisc in einem lypischen, mil- 

. lels LolniiUel erfolgenden Montagevorgangs durchge- 50 
fiihrl werden kann, lassen sich Fehler wie elwa Kurz- 
schlusse veriiindern, die bei einem solchen, miUcls 
Lolniillel erfolgenden Monlagevorgang auflrelen 
konnten. Weilerhin werden die Moniageschrille zum 
Monlieren des IC-Chips und der passiven Elemenie in 55 
einem einzigen Schriii vollsiandig durchgefuhrl. Wei- 
lerhin wird ein Waschvorgang zur Beseiiigung von ver- 
bliebenem FIuBmillel unnoiig. Als Ergebnis dessen ist 
die Zuverlassigkeii der Verbindung zwischen den pas- 
siven Elemenien und dem Subsirat verbessert, und es 60 
isi gleichzeitig auch die Effizienz des Moniagcvor- 
gangs, bei dem die passiven Elemenie inonliert wer- 
den, verbesserl. 

(16) Zur vorliegenden Erfindung rechnel auch eine 
Halbleileranordnung, die nach einem der vorslehend 65 
eriauierien Verfahren zum Monlieren eines Flipchips 
hergestelli ist. Bei einer deran hergesiellien Halbleiler- 
anordnung sind die eleklrische und die niechanische 
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Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Subslral. 
die in der Halbleileranordnung angeordnei sind, sehr 
zuverlassig. Die Halbleiieranordnungen lassen sich so- 
niil. mil erhohier Zuvcrlassigkeit ferligcn. 

Die Erfindung wird nachsichend anhand von Ausliih-, 
rungsbeispielcn nahcr beschricben. 

Fig. 1 zeigl schemalisch eine Querschniilsansichl einer 
Halbleileranordnung. die ein Substral und einen Flipchip 
enlhalu der an dem Subslral in Ubereinslimmung mil einer 
Ausfuhrungsfomi der vodiegenden Erfindung angebrachi 
ist. 

Fig. 2 zeigl scheniarisch eine vergroBerte Ansichi eines 
Bereichs uni einen hockerlbnnigen AnschluQ eines Flip- 
chips herum, der in der in Fig. 1 dargeslellten Halbleileran- 
ordnung enlhallen ist. 

Fig. 3 zeigl. schemalisch einen Querschnill einer Halblei- 
leranordnung, bei der ein aus einem anisolropen leilenden 
Klebmiuel beslehender Film zum Verbinden eines FHpchips 
mit einem Subslral geiuaBdem Stand derTechnik cingeselzt 
wird. 

Fig. 4 zeigl schemalisch einen Querschniu durch eine 
Halbleileranordnung. bei der in Ubereinslimmung mit deiTi 
Si and der Technik ein paslenarliges, anisoiropes leilendes 
Klebmiuel zum Verbinden eines Flipchips und eines Sub- 
sirals cingeselzt wird. 

Fig. 5 zeigl eine QuerschnitlsansichI einer Halbleileran- 
ordnung mit einem Flipchip, bei der eine euieklische Kri- 
stallisation zwischen hockerformigen Anschliissen und ei- 
nem Melallniusler, das auf einer Subslratoberflachc ausge- 
bildet ist. gemaB dem Stand der Technik eingeselzi wird. 

Fig. 6 zeigl .schemalisch einen Querschniu durch eine 
Halbleileranordnung, wobei ein Zustand dargeslellt ist, bei 
der ein paslenarliges Klebmiuel auf einem IC-Chip gemaB 
einer weileren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung aulgebracht ist. 

Fig. 7 zeigl schemalisch einen Querschnill durch eine 
Halbleileranordnung, wobei ein Zustand dargeslellt ist, bci 
dem ein aus anisotrop leilcndem Klebmiuel beslehender 
Film an dem pastenartigen Klebmiuel angebrachi isL wobei 
diese Geslaltung einem weileren Ausfuhrungsbeispiel der 
vorhegendcn Erfindung enlsprichL 

Fig. 8 zeigt in Form eines Ablaufdiagramms ein Verlah- 
ren zum Anbringen bzw. Monlieren eines IC-Chips an ei- 
nem Sub.strat 

Im folgcndcn werden cinige Ausfuhrungsbcispiclc des 
Verfahrens zum Monlieren eines Flipchip.s, sowie von ge- 
maB diesem Verfahren hergesiellien Halbleileranordnungen 
nahcr erlaulert. 

Fig. 1 zeigt einen IC-Chip 1, der mil ElektrodenanschluB- 
fiachen vcrsehen ist, die an der Oberflache des IC-Chips 1 
ausgcbildet sind. Hockerfomige Anschlusse 2 sind an den 
EleklrodenanschluBflachen des IC-Chips 1 au.sgcbildcl und 
sind oder werden elcklrisch und mechanisch mil einem Sub- 
stral 5 mit Hilfe eines pastenartigen Klebiniuels 3 und eines 
aus anisotropem leilenden (oder anisoirop leilcndem) Kleb- 
ininel beslehenden Blatis oder Films 4 verbunden. 

Genauer gesagl, werden der IC-Chip 1 und das Subsirat 5 
unlerWanne- und Druckeinwirkung miteinander verbunden 
(Warme-Druck- Verbindung), wobei das paslenanige Kleb- 
miuel 3 und der Film 4 zwischen dem IC-Chip 1 und dem 
Substrat 5 angeordnei sind, und wobei die Anschlusse 2, die 
an den Eleku-odenanschluBflachen des IC-Chips 1 ausgebil- 
dei sind, elektrisch mit einem Muster verbunden werden, 
das an dem Substrat 5 ausgebildet ist. 

Das pasienartige Klebmiuel 3 weist eine hohe FlieBfahig- 
keil auf und kann auf der Oberflache eines zu verbindenden 
Objekts all Ubcrzug bzw. schichtfonuig aufgebracht wer- 
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lien. Wcnn cine Druckkrjl'i uul iicn I('-('hip 1 und ibs Suh- 
sii'Lii 5 aus::ciibl win!, wiihrcnii sich (icrl 'ilni 4 /.vvischcn die- 
sen Koiiiponenien belintiei. IliefSi ilas aufLiebruehle puskMiur- 
iit!e Klehiuifiel 3 von einerSielle. bei der der K'-(1iip 1 und 
das Subsirjl 5 tnii eineni liohen Driiek anein^nder ^edruekl 
werden. /.u einer Sielle. hei tier die.scr Druek medriL!er isL 
und niel.%1 da mil beispielsweise in Spa lie und IVeiraume. die 
/U'isehen dein I('-('hip I unA tleni I'ilin 4 vorhunden sind. 
AJs Hiijebnis vlessen verieill sieh das pasicnarlige Klehnniiel 
3 Liber die iicsainie Oberllaehe lies /u nioniieremlen \C- 
Chips. Naeh deiu Aushiinen des pasienariitien Klebminels3 
isl dainil cine Verbindunti uher die ^esanilc Oberfliiehe hin- 
wei; cr/.icli. 

Der Mini 4 isi a LIS einem klebeiiden BindeiiiineL das Vcr- 
binduniiseiiienscharien und isolierendc liiiiensehiilien aul- 
weisi, und leiienden Pariikeln /ur Ilerslejiuni! der elekiri- 
sehen LeiHahi^ikeii b/.w. I^»iiung /.usamnienycsei/l und 
liegl in eineni feslcn /usiand vor. l-emcr isl der l-ilni 4 aLs 
ein Blall ausiicbildci. das fur die Verbinduny b/.w. Monia^e 
der IC-Chips einiicsel/i wird. Hine Viel/ahJ von Produkien, 
die unierschicdliche Konibinalionen aus kiebendeni Binde- 
niiucl und den loiienden Pai likeln endiallen. sichen iuv un- 
ierschicdliche /wcckc /.ur Verfiigung. In den Jci/Mcn Jahrcn 
hal .sich die An des kicbcnden liindcniiilels von dcni bishe- 
rigcn, dieniioplasiischen Typ /.u cincm wanuclixiercnden 
b/.w. wannchariendcn Typ zur l:r/ielung hohercr Verbin- 
dunuszuverlassigkcil geandert. Seil kur/,cni wirdauch hiiuli- 
gerein rcparicrbarcs klebcndcs liindciiiiliel des warincfixic- 
rcndcn Typs, da,s aus eineni dcnaiuricricn lipo.\idhar/. be- 
sichl, aus Orundcn der ZwcckniaBigkeil bci einer Reparaiur 
nach der Verbindung (Reparaiur der Vcrdrahlung) und einer 
T Jberarheiiung (Ausiau.sch des Chips) bcnul/J. 

Bislang wurden oflnials KohicnsiotTascrn und Ixjiiiiiucl- 
parlikel als leilcnde Pariikcl eingesciz!. Seil einigen Jahrcn 
wcrdcn aber auch unierschicdliche Anon von Pariikein fiir 
unicrschicdhchc Anwendungsgcbiclc benui?.l. Beispicls- 
wcise werden au,"? Mciall bcsiehcndc Panikel hiiurtg fur Mu- 
sier benulzl, die aus eineni Malcrial hergcsielll sind, bei deni 
die N4oglichkeil der Bildung von Rissen an seiner Oberfla- 
chc beslehl. Mil Nickel oder (Jold platlierlc bzw. beschich- 
leie TTar/pariikel sincl bei der Verbindung von fcine Abnies- 
sungen bxw. Absiande aufwcisendcn Teilcn voneilhafi und 
werden daher haufig bei Verbindungsarbciicn bei Fliissigkri- 
sla]lan7X!igen LCD bcnulzl, da die niil Nickel oder Gold 
plariierien ITar/.pariikel eine lllasiizilal und einen ihcmii- 
schcn Ausdchnungskocnizicnicn aufwciscn, die iilinlich 
sind wie diejenigen des klebenden Bindemittels, und da es 
einfach isi, den Durchniesser der Parlikel zu vereinheiili- 
chen. 

aus Fig. 2 ersichllich isl, werden das pasienarlige 
Klebmitiel 3 und der Film 4 durch die Druckkraft. defer- 
niiert, die durch die Ripchip-Verbindungseinrichiung (Flip- 
chip-Bondcr) ausgeubl wird. Ein Bereich in der Nahe der 
Anschliisse 2 zeigl hierbei die groBle Verfoniiung. Das pa- 
stenartige Klebmitiel 3 und der Fdni 4, die unlerhalb der An- 
schlusse 2 vorhanden sind, nehinen zum Zeitpunkt der unter 
Waimeeinwirkung erfolgenden Verbindung erhohteRieBfa- 
higkeit an, wobei eine Mischregion 8 aus dem pastenartigen 
Klebmittel und AC? oder dem Fibn gebildet wird. In der das 
paslenartige Klebmiael 3 und den Film 4 enihaltenden 
Miscliregion 8 konnen dann, wenn der IC-Qiip 1 auf dem 
Substrat 5 angeordnet wird oder ist, Luftblasen zwischen der 
bodenseiiigen Flache der Anschlusse 2 und dem pastenarti- 
gen Klebmittel 3 verbleiben. Wenn jedoch eine unter 
Warme- und Druckeinwirkung erfolgende Verbindung aus- 
gefiihrt wird, flieBen das paslenartige Klebmitiel 3 und der 
Him 4 von der bodenseiiigen Flache der Anschlusse 2 zu 
den jeweiligen Umfangsrandem bzw. Umfangsbereichen 



der .Anschlusse 2. wenn vlie Druckkrafl durch die I 'lipchip- 
Verbindunuseinrichiiinu ausizeubl wird. wobei sich die Bki- 
sen liann ebcnl'alls beweiien. Im lirLiebnis bleibcn die Bla.scn 
somil nichi unlerhalb der linicr.seilen licr Vorspriingc 2. die 
inr ITinblick aul die clekirische Leilfahiiikeii die wichiigslcn 
Bereich darsicllen. l erner werden auch Hlasen.tlic in aiade- 
ren Bereichen vorhanden sind. ebcnlLills /.u einem )k*reich 
ULiBcrhalb des Unifiiniisrjnds des I('-('hips beueoi, was un 
der hohcn l-hcL^rahiiikcil des paslenaniucn KIcbiuiliels 3 
I') lieyi. 

Its isl an/.uinerken. dal.^ das paslenai li«:e KIcbiuiiicj 3 und 
der 1-ilni 4 eine (lesamulicke hesi!/.en. die ini alliicnieinen 
iilcich iirol.j isl wie die Dicke der Anschiusse 2 und des oder 
del Leiier an dem Suhsiiai 5. d. h. eine Dicke von un^cfahr 
i> .^0 bis .SO pni bcsii/en. Deni/.ulolge isl eine Druckkrafl von 
ungefiihr.St) bis lOJ) g fur Jeden AnschluB 2 erforderlieh. da- 
Miii die in Fiji. 2 dargesieilie Verforniuni! /ur lir/ielung der 
eleklrischen Verbindung hervorgerulcn wird. 

VVeiierhin isi allgemein lesi/.usiellen, daB /.ur l:r/.ielunL! 
20 einer elTcklivcn b/w. guien clekiri.se'hcn Verbindung drei 
Oder inchr leilcnde Panikel /.wischcn den Anschlusscn 2 
und dem McialL das auf der Oberniichc des Subsirals 5 aus- 
gebildel ist, erforderlich sind. 

Oa bci den vorsiehend heschriebenen Aiisliihrnngsbei- 

1> spielen das pasienarlige Klebniiiiel 3 auf diejenige Oberlla- 
ehe des l-ilnis 4 aufgcbrachi wird. mil der der IC-Chip 1 ver- 
bundcn wird. HicBi dieses paslcnanigc Klcbmillcl 3, das ein 
hohcs Mal.^ an I 'licKlahigkcil bcsil/.l, in die Spallc und /wi- 
schcnrauiiic zwischen dcni Film 4 und der Obernache des 

•«> iC-Chips 1 in Abhiingigkeil von und (Jbcreinsiinimung mil 
den Vcrfoniiungen, die durch die zum Zeilpunki der unler 
Wiinuc- und Druckeinwirkung erfolgenden Verbindung 
ausgcubic Druckkrafl hcrvorgcrufcn werden, wobei das 
Klcbmillcl 3 die Spalle und ZwisGhcnraumc voUsiandig aus- 

35 fiilli. Wenn Lufibla.sen in den zu verbindenden Obernachen 
zwischen dem Fihu 4 und dem lOChip 1 vorhanden sind, 
bewcgcn sich dicsc Blasen durch das paslcnanigc Klebniii- 
iel 3 aufgrund der Druckkrafl, die von der riipchip-Verbin- 
dungscinrichlung ausgciihl wird, wobei die Blasen schlicB- 

40 lich von den zu verbindenden Oberfiiichcn wcgbcwegi und 
ausgequeischi werden. Durch diesc Druckkrafl werden das 
paslcnanigc Klcbniillel 3 und ein Abschnin des Films 4, der 
hohe FlieBlahigkeil besilzi, cbenfalls dazu gebrachl, nach 
auRcn zu dem Umgebungsbercich des I(X.:hips 1 zu flieBen. 

45 Dieser Abschnin bildci einen Rand bzw. einen Kragen aier 
cine Wulst ("Filet") 31, nachdcm das paslenartige Klcbmil- 
lcl 3 ausgehanel isl, und dieni hierbei als VerguBmaierial. 

Die Anschlusse konnen durch jedes beliebigc geeigncle 
Verlahren hcrgeslellt werden, beispiclsweise durch ein Plal- 

5<) lier- bzw. Beschichlungsverfahren, bei dem sie durch elek- 
Irolylische Plallierung bzw. Beschichlung ausgebildel wer- 
den, ein Uberlragungsverl'ahren, bei dem Anschlusse Liber- 
Iragcn bzw. zugeluhn und mil inneren Leilungen verbunden 
werden, ein Bolzen- oder Briicken-Slanzvertahren, bei dem 

55 ein Drahibonden zum Einsatz kommt, und dergleichen. Bei 
den vorliegenden Ausfuhrungsbeispielen kann jede belie- 
bige dieser Melhoden zur Ausbildung der Anschlusse 2 ein- 
geselzt werden. Typischerweise isl der Teilungsabsland 
bzw. Miltenabstand zwischen den Anschliissen 2 bei IC- 

60 Chips in der Kegel sehr gering und liegt beispiclsweise bei 
ungefalir 60 bis 70 pm. 

Im folgenden wird eine Ausfuhrungsform des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens zum Montiercn eines Flipchips unter 
Bezugnahme auf das in Fig, 9 gezeigte Ablaufdiagramm er- 

65 lautert Zunachsl wird bei einem anfanglichen Schrilt der 
Film 4 zeilweilig an einer Position auf dem Substrat 5, an 
der des: IC-Chip 1 montiert wird, angeklebt, und es wird das 
paslenartige Klebniiltel 3 auf dem IC-Chip 1 als Schicht auf- 
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gcbrachi. 

Iiu Hinblick auf die ElKizicnz dcs Moniagevorgangs ist 
dcr Film 4 durch cin aus anisolropem Icilenden KJebniillel 
bcsiehendes Blalt gebildci, das von den Herslellem in der 
Form eines Blaiis mil einer glcichmaBigcn Dicke geliefcn 
wild. Wenn in deni Film 4 ein wannefixicrendes Bindcmit- 
jel benul/.! wird, solllc der Filni 4 bei niedrigcr Tempcralur 
gehallen imd gclagcn wcrden. 

Der Film 4 wird aus einem aus anisoirop leilenden (bzw, 
anisolropem, Icitendem) Klebiiuliel beslehenden Blali mil 
einer GroBe ausgeschnillen, die geringfiigig groBer isi als 
die. Verbindungsoberfiache des lOChips 1. Der geschniuene 
Film 4 wird dann auf deni an deiu Subsirai 5 befindlichen 
Muster an geordnei, zu denveine Vcrbindung hergestelll wer- 
den soli. AnschlieRend wird eine Vorheizung ausgefuhrl, um 
hierdurch den Film 4 zciiweilig an dem Subsirai zu befesli- 
gen. 

Es wird eine gecignele Menge an pasienarligein Klebniii- 
lel 3 auf derjcnigen Oberflache des IC-Chips schichtformig 
aufgebrachi, an dcr die Anschiusse 2 ausgebildel sind. Hier- 
bei kann die fur die Beschichiung voi^esehene Menge an 
pastenarligcm Klebmillel 3 in Abhangigkeil von den An- 
schlussen 2 liestgelegl werden, wobei es einfach isl, dieje^ 
nige gecignele Menge an pasrenartigeni Klebmillel 3 zu be- 
slinunen, die fiir die Beschichiung erforderlich isl. Es isl an- 
zunierken, daB es erforderlich isL daB das paslenarlige Kleb- 
millel 3 eine solche Viskosilal besitzt., daB kein Ablropfen 
des paslenarligen Klebmiiiels 3 walirend des Vorgangs der 
Moniage des IC-Chips 1 an deni Subsirai 5 auftriru da bei 
dieseni Vorgang dicjcnigc Oberflache des IC-Chips 1, an der 
die Anschiusse 2 ausgebildel sind, nach unlen gewandt ist. 
Nach dem AhschluB dcr Anbringung des KVChips 1 an dcm 
Subsirai 5 wird oder isl ein VorbereilungsprozeB vor einem 
inillcls Warmeeinwirkung verbindenden Verbindungsvor- 
gang abgcschlossen. 

Bei einem nachsien Schrill wird ein Wannebonden (Ver- 
bindcn unler Einsatz von Waniie) ausgefuhn. Das Subsirai 5 
mil dem zciiweilig an ihm befesliglen Film 4 wird auf einem 
■Arbeilslisch der Flipchip-Verbindungseinrichlung (Flip- 
chip-Bondgeral) belesligl. AnschlieBend erfaBl die Flip- 
chip- Verbindungseinrichlung die Posilion des an dcm Sub- 
sirai 5 befindlichen und zu konlaklierenden Musters. Wenn 
die Position des Musters erfaBl worden ist, walirend die 
Oberflache des IC-C'hips 1, an der die Anschiusse 2 ausge- 
bildel sind, nach unlen gewandi isu d. h., anders ausge- 
driickl, in cine Richlung wcisi, in dcr die Anschiusse dcs IC- 
Chips 1 mil dem Film 4 in Kontakl gebrachi wcrden, wird 
der IC-Chip 1 mil dcm auf ihni aufgebrachten pasleTiarligen 
Klebmillel an dem Subsirai 5 unter Ausrichlung mil der er- 
faBien Posilion monlieri, d. h. angebrachl, und es werden 
der IC-Chip 1 und das Subsirai 5 unler Wamieeinwirkung 
durch die Flipchip- Verbindungseinrichlung miteinandcr 
verbunden. 

Es isl anzumerkcn, daB die Wulsl31 einen Schutz dcs IC- 
Chips 1 gegeniiber Unigebungseinflusse, insbesondere 
. Feuchligkeil,. bewirku so dafi ein siabiler Belrieb des IC- 
Chips 1 erziell wird. Damil die Wulsl 31 in jcdeiii Fall 
zwangslaufig gebildel wird, isl die Gesamidickc des paslen- 
arligen Klebmiiiels 3 und des Films 4 vor der unler Wanne- 
einwirkung erfolgenden Vcrbindung vorzugsweise groBer 
als die Hohe der Anschiusse bzw. Konlaklhugel 2. Als Er- 
gebnis dessen wird das paslenarlige Klebmillel 3 nach au- 
Ben zu dem umfancsseitigen Randabschniil des IC-Chips 1 
wahrend der Zeitdauer der unler Warme- und Druckeinwir- 
kung erfolgenden Vcrbindung ausgequeischu und es kann 
damil eine Wulsl 31 mil einer ausreichenden GroBe gebildel 
werden. 

Damil die Wulsi 31 in der vorstehend erlautenen Weise 



zwangslaufig und definiiiv gebildel wird, wei.si dcr Film 4 
weiierhin von^ugsweise einen Obcrflachenbereich bzw. eine 
OberflachengroBe auf, der bzw. die geringfugig groBer ist 
als die Flachc oder GroBe derjenigen Oberflache dcs IC- 

5 Chips 1, auf der die Konlaklhugel 2 ausgebildel sind. Wie 
aus Fig. 1 ersichilich ist, stehl der Film 4 gegcnuber denj 
umfangsseiligen Randabschniil dcs IC-Chips 1 vor, wenn 
die GroBe der Oberflache des Films 4 groBer isl als die 
GroBe derjenigen Oberflache des IC-Chips 1, an der die 

10 Konlaklhugel 2 ausgebildel sind. Damil kann auf dem vor- 
siehenden Abscliniil. des Films 4 die Wulsl 31 oder eine 
Wulsl 32 mil einer ausreichend groBen GroBe gebildel wer- 
den. 

Falls jedoch das paslenarlige Klebmillel 3, das zu dem 

15 un\fangsseiligen Rand des IC-Chips ausgequelschl wird, 
eine Hohe erreichi, die aquivaient oder gleich groB isl wie 
die Hohe des IC-Chips 1, kann das paslenarlige Klebmillel 3 
an einem Hallestempel oder -stoBel der Flipchip- Verbin- 
dungseinrichlung an haflen, der auf den IC-Chips 1 drucki, 

20 DemgemaB niussen die Gesamidickc des paslenarligen 
Klebmiiiels 3 und des Films 4 sowie die GroBe der Oberfla- 
che des Films 4 so feslgelegl werden, daB die Hohe der 
Wulsl 31 kleincr isl als die Hohenlage derjenigen Oberfla- 
che des tC-Chips 1, die sich auf der zu der die Konlaklhugel 

25 2 iragenden Oberflache enigegengeselzlen Seile befindel, 
wobei die Wulsl 31 jedoch hoher isl als diejenige Oberflache 
des IC-Chips 1, an der die Konlaklhugel 2 monlieri sind, 

Vorzugsweise isl das paslenarlige Klebmillel 3 aus einer 
anisoiropen leilenden Paste bzw. einer anisoirop leilenden 

30 Pasle hergeslellL 

Die antsolrope leilende Pasle isl eine Mischung aus einem 
paslenarligen Klebmillel und Icilenden Panikel und weisl 
eine FiieBfahigkeil auf, die gleich groB isl wie die FlieBfa- 
higkeit des paslenarligen Klebmiiiels. l^emer isl die Paste 

35 cine anisolrope leilende Pasle und zeigl dann, wenn eine zur 
Erzielung einer Lei lung ausreichende Druckkrafl angelegt 
wird, eine Leiifahigkeit. in derjenigen Richlung, in der die 
Druckkrafl angelegl wird. 

Wenn somil eine anisolrope leilende Pasrc benulzl wird, 

40 slellen die leilenden Parlikel. die in der anisoiropen leilen- 
den Pasle enthallen sind, zusaiiunen mil den leilenden Parli- 
keln, die in dem Film 4 enlhalten sind, eine Leiifahigkeit 
bzw. eleklrische Leilung bereii. Die Zuverlassigkeii der 
eleklrischen Vcrbindung isl demzufolge vcrbesscrl. 

45 Wenn die anisoirop leilende Pasle als das paslenarlige 
Klebmillel 3 bcnuizt wird, wciscn die leilenden Parlikel, die 
in der Paste und in dem Film 4 jeweils enlhalten sind, vor- 
zugsweise im wesenllichen den gleichcn Durchmesser auf. 
Wie aus Fig. 2 ersichilich isl, sind in der Mischregion 8. in 

50 der der Filni 4 und das paslenarlige Klebmillel gemischt 
sind, die leilenden Parlikel, die in dcr anisoirop leilenden 
Pasle des paslenarligen KlebmiUels 3 enlhalten sind, und der 
Film 4 zwischen den Kontaklhugeln 2 und dein Subsirai 5 
angeordnel. Die Mischregion 8 isl dahcr eine wichlige Re- 
gion, die fur die eleklrische Konlaklierung veraniwonlich 
isl. Falls der Film 4 in der Mi.schregion 8 keine ausreichende 
Menge an leilenden Panikeln besitzi, isi zu erwarlen, daB 
dieser Mangel an leilenden Panikeln durch die leilenden 
Parlikel, die in der Paste enihalien sind, behoben wird. Falls 

60 jedoch die leilenden Parlikel, die in der anisoirop leilenden 
Pasle enrhallen sind, kleincr sind ais die leilenden Panikel, 
die in dem Him 4 vorhanden sind, kontaklieren sie nichl so- 
wohl die Kontakthiigel 2 als auch das Subsirai 5, und es wird 
der Effekt der Erhohung der Leiifahigkeii zwischen den 

65 Koniakihiigeln 2 und dem Subsirai 5 nichl erziell. 

Aus diesem Grund weisen die leilenden Panikel, die in 
der Pasle und in dem Film 4 enihalien sind, vorzugsweise im 
wesenllichen den gleichen Durchmesser auf, so daB die 
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T.cilfiihiiikcii durch das Zusuinmcnwirkcn sowohl dcr Parii- 
kcl in dcr l^asic jIs jlicIi dcrPariikci ini I 'iliu 4 vcrbcsscrl isl. 

Dcr Diirchmcsscr ilcr Iciicmlcn Parlikcl liciii vor/.uiis- 
wciso in iIlmii IkTciLli von uniicllihr 2 his lOuni, und /.wjr 
iiuri:run(i dcr IkTUcksichiiuiini! cinor sichcrcn cfckirischcn > 
VcrhindunLi /wischcn dcni KX'hip 1 Lind dciii Suhsiral 5. 
dcr Dickc dcs l-iinis 4 und dcm 'Iciluniisubsiund h/.vv. Mii- 
icnubsiand «>dor Ahsiand dcr KonUikihuiicI 2. 

Bci cincMi wciicrcn Ausluhruniis'hcispicl ilcr vorHcgcn- 
dcn iTfindiini! vvird dcr anisolrop Iciicndc I 'iliu 4 /.ciiwcilii! M) 
an (icr obcrcn Scilc ilcs Subsirals 5 anL'cklcbi, das paslcnar- 
lii!C Klcbiniilcl 3 dann aul (iciu I 'iliii 4 schichiforinii! aur<!c- 
brachl, Icrncrdcr K'-Chip 1 aufdcni pasicnarlii!cn Klcbmil- 
icj 3 auriicbrachL und dann die unicr Warmccinwirkunii cr- 
i'oli!cndc Vcrbindunsi ausi^cfuhri. I5 

(jciiuil.^ cincin wciicrcn Ausiiihruniisbcispicl u ird ^ciuiiB 
dcr Darsicliunii in Kij». 7 das pasicnariiijc Klcbniiiicl 3 aul" 
dcrjcniLscn Obcrlliicbc dcs K -C^iips I schichlloriniii aulgc- 
brachl, an dcr die Koniaklhiiiicl 2 ausgcbildci sind. Dcrl lliii 
4 wird dann an dcni pasicnanii-cn Klcbniiiicl 3 angchcl'ici 2t) 
b/M. angcklcbK wonach dcr IC-('hip 1 in dicscni Zusiand 
aul' dcm Subslrai 5 angcordnci wird und schlicBlich die un- 
icr Wannccinwirkunii crfolgcndc Vcrbindung ausooruhn 
wird. fn dicscin l-al! isl cs crfordcrlich. daB das p:isic"n;^rngc 
Klcbniiuc! 3 cine solchc Viskosilal bcsil/u dal:> dcr T-ilni 4 25 
nichi von dcm IC-Chip 1 hcrablalll, wahrcnd dicjcnigc 
Obcdlachc dcs ICX.Miips 1, an dcr die Konlakihugcl 2 aus- 
gcbildci sind, nach untcn gcwandi isi, daniii dcr IC-C'liip 1 
an dcni Subsirai 5 angcbrachi wcrdcn kann. 

Wcitcrbin konncn gcniaB cincni andcrcn Ausfiihrungsbci- M) 
spiel dcr vorlicgcnden Hrlindung passive Itlcnicnic an dcm 
Subslrai 5 /.usainmcn mil dcm T('-('hip 1 moniicn wcrden. 
wobci hicrzu das pasicnariigc Klcbniiiicl 3 und dcr Film 4 
zum liinsai?. kommcn, ansian diesc passivcn Elcmcnle 
durch ein lypischcs, mil Lolmiilcl arbciiendcs Monlagevcr- 35 
tahren anzubringen. Bei dicscm Vcrlahrcn konncn Delcklc 
wic cfwa KurzschlLissc, die bci dcni mil Ix)imiiicl durchgc- 
luhnen Monlagcvcrrahren aufireicn konncn, vennicdcn 
werden. Fcmer sind die N4oniageschrinc fiir die Mom age 
dcs KMlhips und dcr passivcn Blemenic in cinem einzigcn 40 
Schritl abgcschlossen. Wcilcrhin wird ein Waschschrill zur 
Bcseiligung von verblicbcneni FluBniitlcl uberflussig, so 
daB die Kosicn des Monlagcvorgangs verringcrl w^crdcn 
konncn. 

Bci den vorslchend beschricbenen Ausluhrungsbeispie- 45 
Icn wird cine Kombinalion aus dcm anisolrop Icilcndcm 
Film 4 und dem paslenarligen Klebmitlel 3 bcnulzl. Jedoch 
kann anstellc des pastenariigcn Klebiniiiels auch ein Klcb- 
sloff zum Einsaiz konuuen, der keinc leitcndc Partikel ent- 
hall. Hierbei is! zwar die Zuverlassigkeii dcr cleklrischen 50 
Verbindung, die durch den Klebsloff berciigestelli wird, ge- 
ringer als diejenige bei Einsaiz des pasfenanigen Klebmil- 
lels 3, jedoch sind die Koslen verringert . 

Bei den vors(ehend beschricbenen Ausfiihrungsbeispie- 
len wird das paslenartige Klebmittel 3 auf derjenigen Ober- 55 
flache des Films 4 aufgebracht, die dem IC-Chip 1 zugeord- 
net bzw. zugewandt isL Das paslenartige Klebmitlel 3 tritt in 
Zwischenraume zwischen den Konlakihugeln 2 und dem 
Film 4 ein, da das pastenartige Klebmittel 3 in der Form ei- 
ner Paste vorliegi und eine hohe FlieBfahigkeii besitzi, so 60 
daB demzufolge Luftblasen nicht leicht erzeugt werden. 
Selbst wenn der Film 4 sich selbst nicht an eine Andening 
der Oberflachenkonfiguration in der Nahe der Kontakthugel 
2 anpassen kann und Blasen auf der Verbindungsoberfiache 
bzw. zu verbindenden OberflMche des IC-Chips 1 verblei- 65 
ben, werden diese Blasen von der zu verbindenden OberflM- 
che durch die Druckkraft entfemt, die durch die Hipchip- 
Verbindungsdnrichtung ausgeubl wird, und bleiben demzu- 



I'ol^^c nichi aul dcrz-u vcrbin.icmicn Dncrllachc /.uriick. Dies 
lici:i aucb daran. daB das pasicnariii!c Klcbniiiicl 3cin liohcs 
MaB an l-lic!.>!ahii:kcii bcsii/.i. 

Ilicrbci wird /.ur 1 :r/.ickn\Li dcr cleklrischen und mcchani- 
schcn Vcrbinduni: /.wischcn dcni K'^C'hip 1 und dcm Sub- 
sirui 5 cine Druckkrali aus^cubi. /Ms liriichnis hildci tlas pa- 
sicnariigc Klcbniiiicl 3, das aus dcm Spall /uischcn dcni 
IC-Chip 1 und dcni 4 ausiiccjucischi uird. cine Wulsi. 
tiic den penphcrcn l^aniiabselmiii lies K '-Chips 1 umiiibi 
und die uls cin VcriiuBnijierial lunLiieri. Dies hal /.ur I V^Ilic, 
dat^ vcrhindcri wird. dal:- I Vemdiiiaicrialicn und Wasscr an 
diejenige OberHaehc tics IC-Chips gclangen konncn, an dcr 
die Koniaklhiigcl ausgcbildci sind, und daB die I'csiigkcii 
dcr iiicehanisehcn Verbimiung verbesseri isl. 

Wic vorslchend bcsehriebcn, werden bci den AusUih- 
rungsbcispielen des crlindungsgeiiiaBen Verlahrcns /uni 
Moniicren cincs l-lipehips, bci dem ein FC-Chip. dcr an cincr 
seiner Oberfiaehcn ausgcbikleic HIekirodcn iriigl, an cincin 
Subsirai derail angcbrachi wird, dafS diese cine Oberllachc 
dcs TC-Chips in Riehiung /.u dcm Subsirai ccrichicl isl, der 
IC-Chip und das Subsirai in cincm /.usiand milcinander vcr- 
bunden, bei dem ein aus anisolrop leiicndeni Klebmillel be- 
slchcndcs Blali und cin pasicnariigcs Klebmillel /.wiseben 
dem FC-Cliip und dcm Subsirai angeordnel sind. Als l^r^geb- 
nis dcsscn isl die cicklrische und nicchanischc Vcrbindung 
vcrbcsscrl und cs isl die Zuverlassigkeii der Mom age der 
I'lipchips und dcr nionlierlcn ]-lipehips crhohi. 

I cmcr bildel das pastcnarlige Klebmillel cine Wulsi an 
cincr Basis, die durch das aus anisolrop Icilcndcm Klebmit- 
lel beslebcndc Blall dclinicrl isl, wobci sich die WuLsl uni 
den pcriphcren Seilenbcreich dcs KVChips heruni erslreckl, 
so daB vcrhindcri wird. daG exlerne I Vcnidmaicrirjlien und 
Wasscr in die milcinander verbundcnen Obcrnaehcn zwi- 
schen dem IC-Chip und dcm Subsirai cindringcn konnen. 
Zugleicli isl hicrdurch auch die mechanische I'csiigkcii der 
HaJbleiieranordnung vcrbcssen. Dies hal /ur I 'olge, daB die 
I^*bensdaucr von Prcxlukien. die mil geniaB dcni crfindungs- 
geniaBen Moniagcverl'ahrcn angcbrachlen IC-('hips ausge- 
siaiiei sind, verlangerl isl. Bei den vorslchend crlaulerten 
Ausruhrungsbeispiclen weisep femer die Icilcnden Parlikel, 
die in dcm aus anisolrop Icilcndcm KlcbslolT bcslchcndcn 
Blall und in dem paslcnarligen Klebiiiiltel enlhailen sind,im 
wcsenllichen den glcichcn Durchnicsser aul*. Als Ergebnis 
desscn isl die Zuverlassigkeii der cleklrischen Vcrbindung 
erhohi. Femer konnen passive Elemenle, die zusamnicn mil 
cineni IC-Chip zu moniicren sind. auf cincm Subsirai niil- 
leis des glcichen, hier beschricbenen Verfahrens angcbrachi 
werden, so daB die Produkti vital bzw. die Herslellbarkeit bei 
der Ferligung von mil solchcn IC-Chips arbcitenden Pro- 
duklen erhohi isi. 

Patenlanspruche 

1. Verfahren zum Moniicren eines IC-Chips (1) auf ei- 
nera Substrat (5). bei deni der IC-Chip (1) eine Oberfla- 
che aufweisl, an der ElekU-oden (2) ausgcbildci sind, 
und der IC-Chip (1) derart posilionierl wird, daB die 
Elektroden (2) dem Substrat (5) gegenuberliegen, da- 
durch gekennzeichnet, daB der IC-Cliip (1) und das 
Substrat (5) miltels eines aus anisotropem leitenden 
Klebmittel bestehenden Blatts (4) und eines pastenarti- 
gen Klebmitlels (3), die zwischen dem IC-Chip (1) und 
dem Substrat (5) angeordnet sind, mitdnander verbun- 
d^ werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das pastenartige Klebmittel (3) ein anisotropes 
leitendes Klebmittel ist 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
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zeichnel. daB der IC-Chip (I) und das Subsiral (5) niil- 
lels eines unier Waniieeinwirkung und Druckeinwir- 
kungerfolgenden Vcrbindungsschrii.Ls miieinander ver- 

bundcn werden. 

4. Verfahren nach eineiii der vorhergehendcn Ansprii- 
chc, dadurcli gekennzcichnel, daB das aus anisolropeiii 
leilcnden Klcbniillel besiehcnde Blall (4) aufder dein 
Subsirai (5) zugeordneien Seiic angeordnei isl und das 
pasienarlige Klcbniillel (3) aufder deni IC-Chip (1) zu- 
geordneien Seiie vorhanden isl. 10 

5. Verfahren nach einein der vorhergehendcn Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnel, da6 das Blatl. (4) an dein 
Subsiral vor der unier Warme- und Druckeinwirkung 
erfolsenden Verbindung mil. deni IC-Chip (1) ange- 
bracht uird. 15 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
nel, daR das pasienarlige KIcbiiiillei (3) auf deni an 
deni Subsiral (5) angebrachlen Blalf (4) aufgebrachl 
wird, bevor die unier Wanne- und Druckeinwirkung 
erfolgende Verbindung mil deni IC-Chip ausgefiihrt 20 
wird. 

7. Veri'ahren nach eineni der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnel, dafi das pasienarlige Klebniillel 
(3) anf der einen Oberflache des TC-Chips (1) au%e- 
brachl wird, bevor die unier Waniie- und Druckeinwir- 25 
kung erfolgende Verbindung ausgefuhrl wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnel, daB diis Blall (4) an dem auf die 
eine Oberflache des IC-Chips (1) aufgebrachien pa- 
slcnarligen Klebniiltel (3) angebrachl wird, bevor die 30 
unier Warnie- und Druckeinwirkung erfolgende Ver- 
bindung ausgefuhn wird. 

9. Verfahren nach eineni der vorhergehendcn Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnel, daB das pasienarlige 
Klebniillel (3) eine derarlige Viskosilal aufweisl, daB 35 
es nichi von der einen Oberllache des IC-Chips (1 ) her- 
ahlropfl, wenn die eine, mil dem pasienanigen Kleb- 
niillel (3) beschichiete Oberflache nach unten gewen- 
dcl wird. 

10. Verfahren nach eineni der vorhergehenden An- 40 
spriiche, dadurch gekennzeichneU daB die Suinnie aus 
der Dicke des Blails (4) und der Dicke des paslenarti- 
gen Klebmiriels (3) groBer isl als die Hohe niindeslens 
cines Konlaklhugels (2), der entweder an dem IC-Chip 
(1) Oder an dem Subsiral (5) ausgebildel isl. 45 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB die Sunuue der Dickcn des Blalls (4) und 
des pasienanigen Klebniiiicls (3) auf einen Bereich 
festgelegl isl, bei deni die Hohe eincr Wulsl (31), die 
durch das Blan (4) und das pasienarlige Klebniillel (3) 50 
wahrend des unter Warme- und Druckeinwirkung er- 
folgenden Verbindungsvorgangs gcbildel wird, groBcr 

isl als die Hohenlage der einen Oberflache des IC- 
Chips (1), jedoch niedriger liegl als die andcre, aufder 
zu der einen Oberflache enlgegengeselzlen Seile lie- 55 
gcnde Oberllache des IC-Chips (1), 
12/ Verfahren nach eineni der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnel, daB das Blatl (3) 
eine Flache besitzi, die groBer isi als die Fliiche der ei- 
nen Oberflache des IC-Chips (1), 60 
13. Verl'ahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB das Blall (4) eine Flache besilzt, die in ei- 
neni Bereich feslhegl, bei dem die Hohe einer Wulst 
(31). die durch das Blall (4) und das pasienarlige Kieb- 
miiiel (3) nach der Ausfiihrung des unier Wamie- und 65 
Druckeinwirkung erlblgenden Verbindungsvorgangs 
gebildet isl, groBer isl als die Hohenlage der einen 
Oberflache des IC-Chips (1), jedoch kleiner isl als die 
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Hohenlage der andercn Oberflache des IC-Chips (1). 
die auf der der einen Oberflache enlgegengeselzl lie- 
gen den Seile vorhanden isl. 

14. Verfahren nach eineni der vorhergehendcn An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnel, daB leilendc Parii- 
kel, die in dem Blall (4) enihalfen sind, und leiiende 
Parlikel, die in dem pasienanigen Klcbminel (3) eni- 
halien sind, iju wesenilichen den gleichen Durchmcs- 
ser aufwcisen. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnel, daB das Blail (4) und 
das pasienarlige Klebmiiiel (3) zur Verbindung von 
passiven Eleiiienien, die an dem IC-Chip (1) moniien 
sind, mil dem Subsiral (5) eingeselzi werden. 

16. Halbleiicranordnung,. die gemaB dem Verfahren 
nach einem der vorhergehenden Anspriiche hergesletll 
isL 

17. Halbleiicranordnung mil 
einem Subsiral (5), 

einem IC-Chip (1), der eine Oberflache aul\veisl, an 
der mindesiens eine Elektrode (2) ausgebildel. isl, wo- 
bei diese eine Oberflache dem Subsiral (5) gegeniiber- 
liegi, und 

einem aus anisolropem leilenden Klebmiiiel beslehcn- 
den Blall (4) und einem pasienanigen Klebmiiiel (3), 
die zwischen dem IC-Chip (1) und dem Subsiral (5) an- 
geordnei sind 

18. Halbleileranordnung nach Anspruch 17. dadurch 
gekennzeichnel, daB das pasienarlige Klebmiiiel (3) 
cin anisolropcs Icilendcs Klebmiiiel isl . 

19. Halbleileranordnung nach Anspruch 17 oder 18, 
dadurch gekenn/eichnel, daB der IC-Chip (1) durch 
Warmeeinwirkung mil dem Sub.siral (5) verbundcn isl, 
wobei das Blall (4) und das pasienarlige Klebniillel (3) 
zwischen dem IC-Chip (1) und dem Subsiral(5) ange- 
ordnei sind. 

20. Halbleileranordnung nach einem der Anspriiche 
17 bis 19, dadurch gekennzeichnel, daB das Blalt (4) an 
dem Subsiral (5) angeordnei isl. und das pasienarlige 
Klebmiuel (3) an dein KM'hip (1) angeordnei isl. 

21. TTalbleiieranordnung nach einem der Anspriiche 
17 bis. 20, dadurch gekennzeichnel, daB das Blall (4) 
eine Flache besilzi, die groBer isl als die Flache der ei- 
nen Oberflache des IC-Chips (1). 

22. Halbleileranordnung nach eineni der Anspruche 
17 bis 21 , dadurch gekennzeichnel, daB das Blalt (4) ei- 
nen vorslehenden Abschnill aufweisl, der gegcnuber 
dem Umfangsrand des IC-Chips (1) vorslehi, und daB 
der vorslehende Abschnill des Blalis (4) und das pa- 
sienarlige Klebniillel (3) eine Wulsl (31) um den Um- 
fangsrand des IC-Chips (1) herum bilden, wobei die 
Wulsl (31) cine Hohe aufweisl, die groBer isl als die 
Hohenlage der einen Oberflache des IC-Cliips (1), je- 
doch kleiner isl als die Hohenlage einer weileren Ober- 
flache des IC-Chips. die aufder enlgegengeselzl zu der 
einen Oberflache liegenden Seile des IC-Chips (1) an- 
geordnei isl. 

23. Halbleileranordnung nach einem der Anspruche 
17 bis 22, dadurch gekennzeichnel, daB leiiende Parli- 
kel, die in dem Blatl (4) enihalien sind, und leiiende 
PartikeL die in dem paslenailigen Kiebmillel (3) eni- 
halien sind, ini wesenlhchen den gleichen Durchmes- 
ser aufweisen. 

24. Halbleileranordnung nach eineni der Anspruche 
17 bis 23, dadurch gekennzeichnel, daB der IC-Chip (1) 
passive Elemenie enihali, die mil dem Subslrat (5) 
durch das Blall (4) und das pasienarlige Klebmiiiel (3) 
verbunden sind. 
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25. VlmIjIuch njL'h cincm dcr AnsprLiciic 1 bis 15. dj- 
ciurch tickcnn/cichnoi. duS mil dcm K'-('hip {\) pas- 
sive l-lciMcntc mil (icm SLibsirul (5) (lurch Jas Iilaii (4) 
unii lias pasicnji iiLic Klchmiilcl (3) vcrbunilcn wcrdcn. 



Hicr/Li 8 Sciictn) /cichnunucn 
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Aus einem anisotropen leitenden Film (49jwird ein Blatt 
herausgeschnitten, dessen GroSe groBer ist als diejenige der zu 
verbindenden Oberfiache eines IC-Chips (1) 

i 

Das geschnittene Blatt wird auf ein Muster angeordnet, ..ds an 
einem zu verbindenden Substrat (5) ausgebildet 

. i ~ 

Das geschnittene und auf dem Muster angeordnete Blatt wird zur 
temporaren Verbindung vorerwarmt 



▼ 

Eine geeignete Menge von pastenanigen Klebmittel (3) wird auf 
eine Oberfiache des Blarts aufgebracht 



T ^ 

Das Substrat (5) wird an einem Werktisch einer Flipchip- 
Verbindungseinrichtung befestigt 



▼ 

Die Flipchip-Verbindungseinrichtung erfaSt die Position des zu 

verbindenden Musters 

Ein IC-Chip (1) wird auf dem Substrat (5) angebracht, wobei an 
dem IC-Chip {1> ausgebildete Kontakthocker (2) unter Ausrichtung 
mit der Position des zu verbindenden Musters nach unten weisen 



Der IC-Chip {!) wird durch die Flipchip- Verbindungseinrichtung 
unter Warme- und Druckeinwirkung mit dem Substrat verbunden 
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